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アブレーション閾値近傍のフルエンスで短パルスレーザー（波長L）を固体標的に複数回照射

することにより形成される照射痕の底面には、Lより小さい周期間隔を持つ構造（Laser Induced 

Periodic Surface Structures ; LIPSS）が形成されることが知られている。LIPSSについては様々な研

究が行われてきたが[1]、現象の高速性（サブピコ秒～ナノ秒）及び微細性（数十 nm～数m）のた

めに照射痕以外から情報を得ることは難しく、形成機構の完全な理解は未だになされていない。 

本研究では特に照射レーザーの回折限界よりも小さなを持つ「微細 LIPSS」の形成機構解明を

目指して、中赤外自由電子レーザー（mid-infrared Free Electron Laser ; MIR-FEL）による LIPSS形

成過程のその場観察を計画している。これまでの我々の発表では、長波長で高強度のMIR-FELを

用いて、可視光レーザーでの観察が可能な周期間隔を持つ微細 LIPSSが形成できることを報告し

てきた。  

今回は京都大学エネルギー理工学研究所の KU-FEL（波長 11.4m）を用いて、4種類の半導体（Si, 

Ge, SiC, GaN）で形成された LIPSSの形成閾値や周期間隔などを詳細に解析した。他の光源による

LIPSS やこれまでに提案されているモデルと比較することで、今後、形成過程を観測するに際し

て必要となる時間分解能を考察した。 
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Fig. 1. Formed LIPSS on Si, in 
the case of N =1 pulse and 

Fmacro=9.1 J/cm2. The red arrow 
shows the polarization direction 

of FEL beam. 
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